
 

 

 

TRAVAUX PRATIQUES : 
 

Technologie de composants intégrés en 
silicium : JOPE(2µm)/KAREL(0.6µm) 

 
 
Enseignant responsable  :  Laurent Montès   (ENSERG/INPGrenoble)   

 
 
Autres enseignants  :  Panagiota Morfouli (ENSERG), Edwige Bano (ENSERG), Jalal Jomaah (ENSERG), 
            Raphaël Clerc(ENSPG), Fabien Volpi (ENSEEG). 
 
 
Objectifs du TP  : Fabriquer, caractériser et simuler des composants intégrés (résistances, capacités, 
diodes, transistor NMOS à grille polySi) en technologie silicium MOS 2µm (JOPE) ou 0.6µm (KAREL). 

 
 
Techniques utilisées  : 
 

• Technologie microélectronique : 4 séances de 4 heures en salle blanche 

     
Nettoyage  Diffusion, Dépôt Lithographie Gravure RIE Pulvérisation  

 

• Caractérisation physique : en cours et en fin de process 

   
 

Microscope Optique Profilométrie Ellipsométrie MEB 
 

• Caractérisation électrique des transistors NMOS réalisés : 2 séances de 4 heures 

     
- analyses I-V   C-V  

 

• Simulation technologique et électrique : 2 séances de 4 heures 

     
 Silvaco –  Athena Atlas 

 

• Caractérisation électrique de transistors submicroniques 0.25 µm : 1 séance de 4 heures 
 

Formations utilisatrices  : Master CSINA (UJF-Grenoble) – Master II EEATS (UJF-Grenoble) – ENSPG 
(INPG-Grenoble) Instum. Phys. 2A – ENSPG Phys. Compos. 2A (Grenoble) – ENSERG 3A (Grenoble) 
– Licence Pro IUT GE2 Grenoble - European School On Nanosciences & Nanotechnologies (UJF/INPG) 
– IUT Tours GEII Lic. Pro - Polytech Marseille GE 3A – Polytech Montpellier – Polytech Grenoble 
Matériaux et 3I 3A – Polytech Tours GE 3A - Master SEI (ULP Strasbourg) – Master Instum et 
Microelec (Univ. Strasb.1- Univ. Nancy 1) 




